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청

청 항 1 

MD  60 도 택도가 500 ~ 800 % , MD  60 도 택도/TD  60 도 택도가 0.99 ~ 1.63  동 .

청 항 2 

 1 항에 어 , 

MD  60 도 택도/TD  60 도 택도가 1.02 ~ 1.34  동 .

청 항 3 

MD  60 도 택도가 501 ~ 800 % , MD  60 도 택도/TD  60 도 택도가 0.99 ~ 1.63  동 .

청 항 4 

 3 항에 어 , 

MD  60 도 택도/TD  60 도 택도가 1.02 ~ 1.34  동 .

청 항 5 

 1 항 내지  4 항  어느 한 항에 재  동 과 지  층하여 한 층 .

청 항 6 

 1 항 내지  4 항  어느 한 항에 재  동  사 한 프린트 .

청 항 7 

 6 항에 재  프린트  사 한  .

청 항 8 

 6 항에 재  프린트  2 개 상 하여, 프린트  2 개 상  프린트  

하는 .

청 항 9 

 6 항에 재  프린트  어도 1 개  프린트  하는 공  포함하는, 프린트 

2 개 상  프린트  하는 .

청 항 10 

 6 항에 재  프린트  2 개 상 하여, 프린트  2 개 상  프린트  

하는 , 또는 

 6 항에 재  프린트  어도 1 개  프린트  하는 공  포함하는, 프린트 

2 개 상  프린트  하는 에 해  프린트  1 개 상 사 한  .

청 항 11 

 6 항에 재  프린트 과  하는 공  어도 포함하는, 프린트  하는 .

청 항 12 

 6 항에 재  프린트  어도 1 개  프린트  하는 공 ,  
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 6 항에 재  프린트 , 또는 

 6 항에 재  프린트  어도 1 개  프린트  하는 공  포함하는, 프린트 

2 개 상  프린트  하는 에 해  프린트  2 개 상  프린트 

과  하는 공  어도 포함하는, 프린트  2 개 상  프린트  하는

.

 

   야

본   처리 동   그것  사 한 층 , 동 , 프린트 ,  , 그리고 프린트 [0001]

 에 한 것 , 특  동  에칭한 후   지  는 야에 람직한  처리

동   그것  사 한 층 , 동 , 프린트 ,  , 그리고 프린트   에 한 것

다.

 경  

마트 폰  태블릿 PC  같    에는   경량 에  플 시블 프린트 [0002]

( 하, FPC)  채 어 다.     근, 들   고 능 에 해 신   도  고 가 진행

어, FPC 에 어 도 피  합  한  어 다.     신  량  가에 한 피  합

 책 , FPC  가 는 지 연층 (  들어, 폴리 미드)  후층  (厚層化) 가 진행 고

다.     한편, FPC 는 액  재에 한 합  IC 칩  탑재 등  가공  실시 는 ,   치 맞

 동 과 지 연층  층 에 어  동  에칭한 후에 는 지 연층  과하여 시 는 치

결   개재하여 실시  문에, 지 연층  시  해진다.

또, 동 과 지 연층  층  리 피복 층 , 에  (粗化) 도  실시  압연 동  사[0003]

해도 할  다.      압연 동 , 통상  프 피치동 (산  함 량 100 ∼ 500 량ppm) 또는 무

산 동 (산  함 량 10 량ppm 하)  재  사 하고, 들 곳  열간 압연한 후,  께 지

냉간 압연과 어닐링  복하여 다.

 같  ,  들어 특허문헌 1 에는 폴리 미드 필 과 도 동  층 어 루어지고, 동[0004]

에칭 후  필   600 ㎚ 에   과  40 ％ 상, 담가 (曇價) (HAZE) 가 30 ％ 하 고, 착

강도가 500 N/m 상  리 피복 층 에   개시 어 다.

또, 특허문헌 2 에는 해 동 에 한 도체층  층  연층  갖고, 당해 도체층  에칭하여  했[0005]

 에칭 역에 어  연층   과  50 ％ 상  칩  플 시블 (COF)  플 시블 프린트 

에 어 , 상  해 동  연층에 착 는 착 에 니 -아연 합 에 한 청 처리층  비하고,

그 착   도 (Rz) 는 0.05 ∼ 1.5 ㎛ 과 함께 사각 60°에 어  경  택도가 250 상

것  특징  하는 COF  플 시블 프린트 에   개시 어 다.

또, 특허문헌 3 에는 쇄  동  처리 에 어 , 동  에 리- 트-니  합  도 에 [0006]

한  처리 후, 트-니  합  도 층  하고, 또한 아연-니  합  도 층  하는 것  특징

하는 쇄  동  처리 에   개시 어 다.

행 문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 본 공개특허공보 2004-98659  [0007]

(특허문헌 0002) WO2003/096776 

(특허문헌 0003) 본 특허 2849059  
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 내

해결하 는 과

특허문헌 1 에 어 ,  처리 또는 도  처리 후   처리 에 해 착  개량 처리 어 얻어지는[0008]

도 동 , 리 피복 층 에 곡  는 도에 는 피 에 해 단 는 경우가 어 지 

시  어지는 경우가 다.     

또, 특허문헌 2 에 는,  처리가 루어지지 않아, COF  플 시블 프린트   도에 어 는[0009]

동 과 지  착 강도가 낮아 하다.

또한, 특허문헌 3 에 재  처리 에 는, 동 에 한 Cu-Co-Ni 에 한 미  처리는 가능했지만, 당해 동[0010]

 지  착시  에칭  거한 후  지에 하여 우 한  실 할  없었다.

본 , 지  양 하게 착하고, 또한 동  에칭  거한 후  지  우 한  처리 동[0011]

  그것  사 한 층  공한다.

과  해결 단

본 들   연  거듭한 결과, 에  처리에 해  가  동 에 어 , 지 [0012]

에 착 어 는 측   평균 도 Rz, 택도,    과   동  측

 평 에  보았  에 얻어지는  비가, 동  에칭 거한 후  지 에 향  미치는 것

알아내었다.

상  지견   하여  본   측 에 어 , 동  에  처리에 해  가 [0013]

고,  처리  TD  평균 도 Rz 가 0.20 ∼ 0.80 ㎛ ,  처리  MD  60 도 택도

가 76 ∼ 350 ％ 고, 상     A , 상    상  동  측  평 에

보았  에 얻어지는  B  비 A/B 가 1.90 ∼ 2.40   처리 동 다.

본 에   처리 동   실시 태에 어 는, 상  MD  60 도 택도가 90 ∼ 250 ％ 다.[0014]

본 에   처리 동  다  실시 태에 어 는, 상  TD  평균 도 Rz 가 0.30 ∼ 0.60 ㎛[0015]

다.

본 에   처리 동  또 다  실시 태에 어 는, 상  A/B 가 2.00 ∼ 2.20 다.[0016]

본 에   처리 동  또 다  실시 태에 어 는,  처리  MD  60 도 택도  TD[0017]

 60 도 택도  비 C (C = (MD  60 도 택도)/(TD  60 도 택도)) 가 0.80 ∼ 1.40 다.

본 에   처리 동  또 다  실시 태에 어 는,  처리  MD  60 도 택도  TD[0018]

 60 도 택도  비 C (C = (MD  60 도 택도)/(TD  60 도 택도)) 가 0.90 ∼ 1.35 다.

본 에   처리 동  또 다  실시 태에 어 는, 상  동   처리 측  께[0019]

50 ㎛  지  양 에 첩합 (貼合) 한 후, 에칭  상  양  동  거했  , 상  지 

헤 값  20 ∼ 70 ％ 가 다.

본  다   측 에 어 , 동  에  처리에 해  가 고, 상  동   처[0020]

리 측  께 50 ㎛  지  양 에 첩합한 후, 에칭  상  양  동  거했  ,

상  지  헤 값  20 ∼ 70 ％ 가 는  처리 동 다.

본  또 다  측 에 어 , 본   처리 동 과 지  층하여 한 층 다.[0021]

본  또 다  측 에 어 , 본   처리 동 에 사 는  처리  동 다.[0022]

본   처리  동   실시 태에 어 , MD  60 도 택도가 500 ∼ 800 ％ 다.[0023]

본  또 다  측 에 어 , MD  60 도 택도가 501 ∼ 800 ％  동 다.[0024]

본  또 다  측 에 어 , 본   처리 동  사 한 프린트 다.[0025]

본  또 다  측 에 어 , 본  프린트  사 한  다.[0026]
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본  또 다  측 에 어 , 본  프린트  2 개 상 하여, 프린트  2 개 상[0027]

 프린트  하는 다.

본  또 다  측 에 어 , 본  프린트  어도 1 개 , 또 하  본  프린트 [0028]

 또는 본  프린트 에 해당하지 않는 프린트  하는 공  포함하는 프린트 

 2 개 상  프린트  하는 다.

본  또 다  측 에 어 , 본  프린트  어도 1 개  프린트  1 개 상[0029]

사 한  다.

본  또 다  측 에 어 , 본  프린트 과  하는 공  어도 포함하는 프린트[0030]

 하는 다.

본  또 다  측 에 어 , 본  프린트  어도 1 개 , 또 하  본  프린트 [0031]

 또는 본  프린트 에 해당하지 않는 프린트  하는 공 ,  본  프린트 

또는 본  프린트  2 개 상  프린트 과  하는 공  어도 포함하는

프린트  2 개 상  프린트  하는 다.

 과

본 에 하 , 지  양 하게 착하고, 또한 동  에칭  거한 후  지  우 한 [0032]

처리 동   그것  사 한 층  공할  다.

도  간단한 

도 1a 는 Rz 평가시  (a) 비  1  동   SEM 찰 사진 다.[0033]

도 1b 는 Rz 평가시  (b) 비  2  동   SEM 찰 사진 다.

도 1c 는 Rz 평가시  (c) 비  3  동   SEM 찰 사진 다.

도 1d 는 Rz 평가시  (d) 비  4  동   SEM 찰 사진 다.

도 1e 는 Rz 평가시  (e) 실시  1  동   SEM 찰 사진 다.

도 1f 는 Rz 평가시  (f) 실시  2  동   SEM 찰 사진 다.

 실시하  한 체  내

[  처리 동  태   ][0034]

본 에 어  사 하는 동 , 지 과 착시  층체  하고, 에칭에 해 거함  사[0035]

는 동 에 하다.

본 에 어  사 하는 동 , 해 동   압연 동  어느 것 어도 다.     통상  동  [0036]

지 과 착하는 ,  에는 층 후  동  리 강도  향상시 는 것   하여, 탈지 후

 동  에 울 한 상  착  실시하는  처리가 실시 다.     해 동   시 에

철  갖고 지만,  처리에 해 해 동  볼  강시  철  한층 게 한다.     본 에

어 는,   처리는 리- 트-니  합  도  리-니 -  합  도  등에 해 실시할  다.

      처리  통상  리 도  등  실시 는 경우가 고,  후  마무리 처리  착물

 탈락  지하  해  통상  리 도  등  실시 는 경우도 다.     압연 동 과 해 동 에 는

처리  내  약간  달리하는  경우도  다.      본  에  어 는  러한   처리   마무리  처리도

포함하고, 동   는 공지  처리  필 에 라 포함하여, 칭해   처리라고 하  한다.

또한, 본원 에  압연 동 에는 Ag, Sn, In, Ti, Zn, Zr, Fe, P, Ni, Si, Te, Cr, Nb, V 등  원[0037]

1  상 함 하는 리 합 도 포함 다.     상  원  도가 아지  (  들어 합계  10 질량％

상), 도  하 는 경우가 다.     압연 동  도  람직하게는 50 ％ IACS 상, 보다 람직

하게는 60 ％ IACS 상, 욱 람직하게는 80 ％ IACS 상 다.

 처리  리- 트-니  합  도 , 해 도 에 해 착량  15 ∼ 40 mg/d㎡  리-100 ∼[0038]

3000 ㎍/d㎡  트-100 ∼ 1500 ㎍/d㎡  니  3 원계 합 층  하도  실시할  다.     Co 
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착량  100 ㎍/d㎡ 미만에 는, 내열  악 어 에칭  빠지는 경우가 다.     Co 착량  3000 ㎍/d

㎡  과하 ,  향  고 해야 하는 경우에는 람직하지 않고, 에칭 얼룩  생 고, 또 내산  

내약  악 는 경우가 다.     Ni  착량  100 ㎍/d㎡ 미만 , 내열  빠지는 경우가 다.

 한편, Ni 착량  1500 ㎍/d㎡  과하 , 에칭 물  많아지는 경우가 다.     람직한 Co 착량

1000 ∼ 2500 ㎍/d㎡ , 람직한 니  착량  500 ∼ 1200 ㎍/d㎡ 다.     여 , 에칭 얼룩 란, 염

리  에칭했  경우, Co 가 해 지 않고 게 는 것  미하고, 그리고 에칭 물 란 염 암 늄

 알칼리 에칭했  경우, Ni 가 해 지 않고 게 는 것  미하는 것 다.

 같  3 원계 리- 트-니  합  도  하  한    도  건  는 다 과 같[0039]

다 ： 

도   ： Cu 10 ∼ 20 g/ℓ, Co 1 ∼ 10 g/ℓ, Ni 1 ∼ 10 g/ℓ[0040]

pH ： 1 ∼ 4 [0041]

도 ： 30 ∼ 50 ℃ [0042]

 도 Dk ： 20 ∼ 30 A/d㎡ [0043]

도  시간 ： 1 ∼ 5 [0044]

 처리 후,  상에 착량  200 ∼ 3000 ㎍/d㎡  트-100 ∼ 700 ㎍/d㎡  니  트-니[0045]

합  도 층  할  다.      처리는  미   청 처리라고 볼  다.      트-

니  합  도 층 ,  동 과   착  강도  실질  하시 지 않  도  실시할 필 가 다.

트 착량  200 ㎍/d㎡ 미만에 는, 내열 리 강도가 하 고, 내산   내약  악 는 경우가

다.     또한, 또 하  , 트량   처리  그 하게 어 리므  람직하지

않다.     트 착량  3000 ㎍/d㎡  과하 ,  향  고 해야 하는 경우에는 람직하지 않고,

에칭 얼룩  생 는 경우가 고, 또 내산   내약  악 는 경우가 다.     람직한 트 착량

 500 ∼ 2500 ㎍/d㎡ 다.     한편, 니  착량  100 ㎍/d㎡ 미만에 는 내열 리 강도가 하 고 내산

  내약  악 는 경우가 다.     니  1300 ㎍/d㎡  과하 , 알칼리 에칭  빠진다.

   람직한 니  착량  200 ∼ 1200 ㎍/d㎡ 다.

또, 트-니  합  도  건  는 다 과 같다 ： [0046]

도   ： Co 1 ∼ 20 g/ℓ, Ni 1 ∼ 20 g/ℓ[0047]

pH ： 1.5 ∼ 3.5 [0048]

도 ： 30 ∼ 80 ℃ [0049]

 도 Dk ： 1.0 ∼ 20.0 A/d㎡ [0050]

도  시간 ： 0.5 ∼ 4 [0051]

본 에 , 트-니  합  도  상에 가  착량  30 ∼ 250 ㎍/d㎡  아연 도 층  다.[0052]

   아연 착량  30 ㎍/d㎡ 미만에 는 내열 열  개  과가 없어지는 경우가 다.     한편, 아연 착

량  250 ㎍/d㎡  과하  내염산 열  극단  빠지는 경우가 다.     람직하게는 아연 착

량  30 ∼ 240 ㎍/d㎡ , 보다 람직하게는 80 ∼ 220 ㎍/d㎡ 다.

상  아연 도  건  는 다 과 같다 ： [0053]

도   ： Zn 100 ∼ 300 g/ℓ[0054]

pH ： 3 ∼ 4 [0055]

도 ： 50 ∼ 60 ℃ [0056]

 도 Dk ： 0.1 ∼ 0.5 A/d㎡ [0057]

도  시간 ： 1 ∼ 3 [0058]
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또한, 아연 도 층 신에 아연-니  합  도  등  아연 합  도 층  해도 고, 가  에는 [0059]

트 처리  실란 커플링  도포 등에 해 청층  해도 다.

[  도 Rz][0060]

본   처리 동 , 동  에  처리에 해  가 고, 또한  처리  TD[0061]

 평균 도 Rz 가 0.20 ∼ 0.80 ㎛ 다.      같  에 해, 필 강도가 아  지  양 하게 

착하고, 또한 동  에칭  거한 후  지  림 도 (헤 값) 가 아   아진다.     

결과, 당해 지  과하여 시 는 치 결   개재하여 실시하는 IC 칩 탑재시  치 맞  등  

해진다.     TD  평균 도 Rz 가 0.20 ㎛ 미만 , 평 한 동  하  한  비  우

낳게 다.     한편, TD  평균 도 Rz 가 0.80 ㎛ 과 , 동  에칭  거한 후  지  

철  커 , 그 결과 지  헤 값  커진다.      처리  TD  평균 도 Rz 는 0.30 ∼ 0.70 ㎛

가 람직하고, 0.35 ∼ 0.60 ㎛ 가 보다 람직하고, 0.35 ∼ 0.55 ㎛ 가 보다  람직하고, 0.35 ∼ 0.50

㎛ 가 보다  람직하다.

또한, Rz  게 하는 것  필 한 도에 본   처리 동  사 는 경우에는,  처리 [0062]

TD  평균 도 Rz 는 0.20 ∼ 0.70 ㎛ 가 람직하고, 0.25 ∼ 0.60 ㎛ 가 보다 람직하고, 0.30 ∼ 0.55

㎛ 가 보다  람직하고, 0.30 ∼ 0.50 ㎛ 가 보다  람직하다.

[ 택도][0063]

 처리 동   압연 향 (MD)  사각 60 도에  택도는, 상  한 지  헤 값에[0064]

게 향  미친다.      ,   택도가  동  상  한 지  헤 값  아진다.

 문에, 본   처리 동   택도가 76 ∼ 350 ％ , 80 ∼ 350 ％  것  람직하

고, 90 ∼ 300 ％  것  람직하고, 90 ∼ 250 ％  것  보다 람직하고, 100 ∼ 250 ％  것  보다 

람직하다.

여 , 본  시  과  욱 향상시  해 ,  처리  동  처리측  TD  도[0065]

(Rz)  택도  어해 는 것도 하다.     체 는  처리  동  TD   도 (Rz)

가 0.30 ∼ 0.80 ㎛, 람직하게는 0.30 ∼ 0.50 ㎛ 고, 압연 향 (MD)  사각 60 도에  택도가

350 ∼ 800 ％, 람직하게는 500 ∼ 800 ％ , 또한 래   처리보다  도  게 하여,  처

리 시간  단 하 ,  처리  실시한 후   처리 동  압연 향 (MD)  사각 60 도에  택도

가 76 ∼ 350 ％ 가 다.      같  동 는, 압연  막 당량  하여 압연  실시하거  (고

택 압연),  미컬 에칭과 같  학 연마  산 액  해 연마에 해 할  다.     

같 , 처리  동  TD   도 (Rz)  택도  상   함 , 처리 후  동   도

(Rz)   어하  게 할  다.

또한,  처리 후   도 (Rz)  보다 게 (  들어 Rz = 0.20 ㎛) 하고  하는 경우에는,  처[0066]

리  동  처리측  TD  도 (Rz) 가 0.18 ∼ 0.80 ㎛, 람직하게는 0.25 ∼ 0.50 ㎛ 고, 압연

향 (MD)  사각 60 도에  택도가 350 ∼ 800 ％, 람직하게는 500 ∼ 800 ％ , 또한 래  

 처리보다  도  게 하여,  처리 시간  단 한다.

또,  처리  동  MD  60 도 택도가 500 ∼ 800 ％  것  람직하고, 501 ∼ 800 ％  것[0067]

보다 람직하고, 510 ∼ 750 ％  것  보다  람직하다.      처리  동  MD  60 도 택도

가 500 ％ 미만  500 ％ 상  경우보다 헤 값  아질 우 가 고, 800 ％  과하 , 하 가

어 워진다는 문 가 생  우 가 다.

또한, 고 택 압연  하  식  규 는 막 당량  13000 상 ∼ 24000 하  함  실시할  [0068]

다.     또한,  처리 후   도 (Rz)  보다 게 (  들어 Rz = 0.20 ㎛) 하고  하는 경우에는,

고 택 압연  하  식  규 는 막 당량  12000 상 ∼ 24000 하  함  실시한다.

막 당량 = {(압연  도 [cSt]) × (통  도 [mpm] ＋  주 도 [mpm])}/{(  물림각 [rad]) × (재료[0069]

 항복  [kg/㎟])}

압연  도 [cSt] 는 40 ℃ 에  동 도 다.[0070]

막 당량  12000 ∼ 24000  하  해 는, 도  압연  사 하거  통  도  늦 거  하는 등[0071]
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공지   하  다.

학 연마는 산-과산 - 계 또는 암 니아-과산 - 계 등  에칭액  통상보다 도  낮게 하여[0072]

시간에 걸쳐 실시한다.

 처리  MD  60 도 택도  TD  60 도 택도  비 C (C = (MD  60 도 택도)/(TD  60 도[0073]

택도)) 가 0.80 ∼ 1.40  것  람직하다.      처리  MD  60 도 택도  TD  60 도 택

도  비 C 가 0.80 미만 , 0.80 상  경우보다 헤 값  아질 우 가 다.     또, 당해 비 C 가

1.40 과 , 1.40 하  경우보다 헤 값  아질 우 가 다.     당해 비 C 는 0.90 ∼ 1.35  것

보다 람직하고, 1.00 ∼ 1.30  것  보다  람직하다.

[헤 값][0074]

본   처리 동 , 상  한  같   처리  평균 도 Rz  택도가 어 고 [0075]

 문에, 지 에 첩합한 후, 동  거한  지  헤 값  아진다.     여 , 헤

값 (％)  ( 산 과 )/( 체  과 ) × 100  산 는 값 다.     체 는, 본 

 처리 동   처리 측  께 50 ㎛  지  양 에 첩합한 후, 에칭  당해 동

 거했  , 지  헤 값  20 ∼ 70 ％  것  람직하고, 30 ∼ 55 ％  것  보다 람직하

다.

[  ][0076]

   A    동  측  평 에  보았  에 얻어지는  B  비 A/B[0077]

는, 상  한 지  헤 값에 게 향  미친다.     ,  도 Rz 가 동 하 , 비 A/B 가 

동  상  한 지  헤 값  아진다.      문에, 본   처리 동  당해 비 A/B

가 1.90 ∼ 2.40 , 2.00 ∼ 2.20  것  람직하다.

 시   도  도  시간  어함 ,  태   도가 결 어, 상   도[0078]

Rz, 택도   비 A/B  어할  다.

본   처리 동 , 상  한  같     A ,   동  측[0079]

 평 에  보았  에 얻어지는  B  비 A/B 가 1.90 ∼ 2.40  어 고 어  철  다.

   또,  처리  TD  평균 도 Rz 가 0.20 ∼ 0.80 ㎛  어 고  문에 에 극단

  없다.     한편,  처리  택도가 76 ∼ 350 ％  다.     들  고 하 , 본 

  처리 동 ,  처리 에 어    경  게 어 고 는 것  알  다.

     경  동  에칭 거한 후  지 에 향  미치지만, 본   처리 동

,  같  지 에 착 어 는 측   평균 도 Rz, 택도,    과  

 동  측  평 에  보았  에 얻어지는  비  본   어하는 것 , 

 경  한 에  게 하는 것  미하고,  문에 동  에칭 거한 후  지 

양 해짐과 함께 필 강도도 양 해진다.

[에칭 ][0080]

동  사 하여  할  에칭  값   경우, 에칭시에 생하는  보  늘어짐  [0081]

아지  문에,  사   게 할  다.     그 문에, 에칭  값   쪽   

에 한  에 합하  문에 람직하다.     본   처리 동 ,  들어 에칭  값

 1.8 상  것  람직하고, 2.0 상  것  람직하고, 2.2 상  것  람직하고, 2.3 상  것

람직하 , 2.4 상  것  보다 람직하다.     

또한, 프린트  또는 리 피복 층 에 어 는, 지  여 거함 , 리  또는 동  [0082]

에 하여 한  도 (Rz),  비 (A/B), 택도  측 할  다.

[  실][0083]

 실   경우, 고주  신   실시할  신  감쇠가 억  문에, 고주  신  [0084]

 실시하는 에 어  안  신   실시할  다.     그 문에,  실  값   쪽

고주  신   실시하는  도에 사 하 에 합하  문에 람직하다.      처리 동  시
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는 액  폴리  지 ((주) 쿠라   Vecstar CTZ-50 ㎛)  첩합한 후, 에칭  특  피 가 50

Ω 가 도  마  트립  하고, HP 사  트워  애 라  HP8720C  사 하여 과

계  측 하고, 주  20 ㎓  주  40 ㎓ 에   실  한 경우에, 주  20 ㎓ 에 어

 실  5.0 dB/10 ㎝ 미만  람직하고, 4.1 dB/10 ㎝ 미만  보다 람직하 , 3.7 dB/10 ㎝ 미만  보

다  람직하다.

본   처리 동   처리 측  지 에 첩합하여 층체  할  다.     지[0085]

 프린트  등에  가능한 특  갖는 것  특별  한  지 않지만,  들어 리지드 PWB

  재  지,  재 에폭시 지, 합   천 재 에폭시 지, 리 천·  복합 

재 에폭시 지, 리 천· 리 직포 복합 재 에폭시 지  리 천 재 에폭시 지 등  사 하고,

FPC  폴리에  필  폴리 미드 필 , 액  폴리  (LCP) 필 ,  지 등  사 할  다.

   또한, 액  폴리  (LCP) 필   지 필  사 한 경우, 폴리 미드 필  사 한 경우보다 당해

필 과  처리 동  필 강도가 아지는 경향  다.     라 , 액  폴리  (LCP) 필   지

필  사 한 경우에는, 리   후, 리  커  , 당해 필 과 리 가

 리 지 않게 어, 필 강도  하에  당해 필 과 리  리  지할  다.

또한, 액  폴리  (LCP) 필   지 필   탄 트가  문에, 액  폴리  (LCP) 필[0086]

 지 필 과 본원 에   처리 동  사 한 리 피복 층 , 프린트 , 프린트 

 고주   (고주  신   실시하는 ) 도에 합하다.     또, 본원 에  

처리 동   도 Rz 가 고, 택도가  문에  평 하여, 고주   도에도 합하다.

첩합 , 리지드 PWB  경우, 리 천 등  재에 지  함침시 , 지  경  상태 지 경 시[0087]

프리프 그  비한다.     동  피복층  측  프리프 그에 첩하여 가열 가압시킴  실

시할  다.     FPC  경우, 폴리 미드 필  등  재에 착  개재하여, 또는 착  사 하지 않

고 고  고압하에  동 에 층 착하여, 또는 폴리 미드 체  도포·건 ·경  등  실시함  

층  할  다.

본  층체는 각  프린트  (PWB) 에 사  가능하고, 특별  한 는 것  아니지만,  들어[0088]

도체  층  에 는 편  PWB, 양  PWB, 다층 PWB (3 층 상) 에  가능하고, 연  재료

  에 는 리지드 PWB, 플 시블 PWB (FPC), 리지드·플  PWB 에  가능하다.

[ 층   그것  사 한 프린트  치 결  ][0089]

본   처리 동 과 지  층  치 결  하는 에 하여 한다.     우 , [0090]

처리 동 과 지  층  비한다.     본   처리 동 과 지  층  체

는, 본체 과   과, 그것들   하  해  사 는 폴리 미드 등  지 

 어도  에 리   플 시블 프린트  는  에 어 , 플 시

블 프린트  하게 치 결 하여 당해 본체       단  (端部) 에 압착시

는 층  들  다.     ,  경우 , 층  플 시블 프린트   본체   단

가 압착에 해 첩합  층체,  플 시블 프린트      단 가 압착에 해 첩합

층  다.     층 , 당해 리   별도 재료  한 마  갖고 다.     마  

치에 해 는, 당해 층  하는 지  CCD 카 라 등   단   가능한 치  특

별  한 지 않는다.     여 , 마 란, 층  프린트  등  치  검 하고, 또는 치 결

 하고, 또는 치 맞  하  해  사 는 시  말한다.

 같  비  층 에 어 , 상  한 마  지   단  하 , 상  마  [0091]

치  양 하게 검 할  다.     그리고  같  하여 상  마  치  검 하고, 상  검  마

치에 하여  처리 동 과 지  층  치 결  양 하게 실시할  다.     또, 층

 프린트  사 한 경우도 마찬가지 ,  같  치 결  에 해  단  마  

치  양 하게 검 하여, 프린트  치 결  보다 하게 실시할  다.

그 문에, 하  프린트 과 또 하  프린트  할 에  량  감 어,  향[0092]

상 는 것  생각 다.     또한, 하  프린트 과 또 하  프린트  하는 는

  도  필  (Anisotropic  Conductive  Film,  ACF)   개재한  ,   도  트
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(Anisotropic Conductive Paste, ACP)  개재한  또는 도  갖는 착  개재한  등 공지  

  할  다.     또한, 본 에 어 , 「프린트 」 에는  착  프린트 

 프린트   프린트 도 포함 는 것  한다.     또, 본  프린트  2 개 상 

하여, 프린트  2 개 상  프린트  할  고, 또, 본  프린트  

어도 1 개 , 또 하  본  프린트  또는 본  프린트 에 해당하지 않는 프린트 

 할  고,  같  프린트  사 하여   할 도 다.     또한, 본 

에 어 , 「 리 」 에는 리 도 포함 는 것  한다.     또한, 본  프린트  

과 하여 프린트  해도 다.     또, 본  프린트  어도 1 개 , 또 하  본

 프린트  또는 본  프린트 에 해당하지 않는 프린트  하고, 또한 본 

 프린트  2 개 상  프린트 과  함 , 프린트  2 개 상 

 프린트  해도 다.     여 , 「 」 는, 커  LCD (Liquid Crystal Display),

LCD  에  사 는  리   등   ,  IC  (Integrated  Circuit),  LSI  (Large  scale  integrated

circuit), VLSI (Very Large scale integrated circuit), ULSI (Ultra-Large Scale Integration) 등  도체

집   포함하는   (  들어 IC 칩, LSI 칩, VLSI 칩, ULSI 칩),   실드하  한 

  프린트 에 커  등  고 시  해  필 한  등  들  다.

또한, 본  실시 태에  치 결   층  (동 과 지  층  프린트 [0093]

포함한다)  동시 는 공  포함하고 어도 다.     동 공 에 어 는  들어 트 컨 어

체  컨 어 등  컨 어에 해 동시 도 고, 아암  비한 동 치에 해 동시 도 고,

체  사 하여 층  시킴  동시 는 동 치  동 단에 해 동시 도 고, 략 원

통  등  물건  시  층  동시 는 동 치  동 단 ( 림  어링 등  포함한다), 

압  동 원  한 동 치  동 단, 공 압  동 원  한 동 치  동 단,  동 원

 한 동 치  동 단, 갠트리 동  리니어 가 드 지, 갠트리 동  에어 가 드 지,

택  리니어 가 드 지, 리니어  동 지 등  지  갖는 동 치  동 단 등에

해 동시 도 다.     또, 공지  동 단에 한 동 공  실시해도 다.     상  층  동

시 는 공 에 어 , 층  동시  치 맞  할  다.     그리고 치 맞  함 , 하

프린트 과 또 하  프린트   할 에  량  감 어,  향상 는 것

 생각 다.

또한, 본  실시 태에  치 결    실  칩 마운 에 사 해도 다.[0094]

또, 본 에 어  치 결 는  처리 동 과 지  층 , 지   상  지  상에 [0095]

  갖는 프린트 어도 다.     또, 그 경우, 상  마 가 상  여도 다.

본 에 어  「 치 결 」 란, 「마  물건  치  검 하는 것」  포함한다.     또, 본 에[0096]

어  「 치 맞 」 란, 「마  물건  치  검 한 후에, 상  검 한 치에 하여 당해 마

물건   치  동하는 것」  포함한다.

실시[0097]

실시  1 ∼ 24  비  1 ∼ 13  각  동  비하고,  에  처리   1 ∼ 8 에[0098]

재  건  도  처리  실시하 다.

상  한  도  처리  실시한 후, 실시  1 ∼ 13, 15 ∼ 20, 22 ∼ 24, 비  2, 4, 7 ∼ 10 에 [0099]

하여 다  내열층  청층  한 도  처리  실시하 다.

내열층 1   건  하에 타낸다.[0100]

액  ： 니  5 ∼ 20 g/ℓ, 트 1 ∼ 8 g/ℓ[0101]

pH ： 2 ∼ 3[0102]

액  ： 40 ∼ 60 ℃ [0103]

 도 ： 5 ∼ 20 A/d㎡ [0104]

쿨 량 ： 10 ∼ 20 As/d㎡ [0105]

상  내열층 1  실시한 동  상에 내열층 2  하 다.     비  3, 5, 6 에 해 는  도  처리[0106]
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는 실시하지 않고, 비한 동 에  내열층 2  직  하 다.     내열층 2   건  하에 타

낸다.

액  ： 니  2 ∼ 30 g/ℓ, 아연 2 ∼ 30 g/ℓ[0107]

pH ： 3 ∼ 4[0108]

액  ： 30 ∼ 50 ℃ [0109]

 도 ： 1 ∼ 2 A/d㎡ [0110]

쿨 량 ： 1 ∼ 2 As/d㎡ [0111]

상  내열층 1  2  실시한 동  상에 가  청층  하 다.     청층   건  하에 타[0112]

낸다.

액  ： 산칼  1 ∼ 10 g/ℓ, 아연 0 ∼ 5 g/ℓ[0113]

pH ： 3 ∼ 4[0114]

액  ： 50 ∼ 60 ℃ [0115]

 도 ： 0 ∼ 2 A/d㎡ (침지 트 처리  해) [0116]

쿨 량 ： 0 ∼ 2 As/d㎡ (침지 트 처리  해) [0117]

상  내열층 1, 2  청층  실시한 동  상에 가  내후 층  하 다.      건  하에 타[0118]

낸다.

아미  갖는 실란 커플링 , N-2-(아미 에틸)-3-아미 프 필트리 시실란 (실시  17), N-2-(아미[0119]

에틸)-3-아미 프 필트리에 시실란 (실시  1 ∼ 13, 15, 16, 24), N-2-(아미 에틸)-3-아미 프 필 틸

시실란 (실시  18),  3-아미 프 필트리 시실란 (실시  19),  3-아미 프 필트리에 시실란 (실시

20), 3-트리에 시실릴-N-(1,3- 틸- 틸리 )프 필아민 (실시  22), N- 닐-3-아미 프 필트리 시실란

(실시  23)  도포·건  실시하여, 내후 층  하 다.     들 실란 커플링  2  상  합

 사 할 도 다.     

또한, 압연 동  하  같  하 다.      9 에 타내는  리 곳  하고, 열간 압연[0120]

실시한 후, 300 ∼ 800 ℃  연  어닐링 라  어닐링과 냉간 압연  복하여 1 ∼ 2 ㎜ 께  압연

얻었다.      압연  300 ∼ 800 ℃  연  어닐링 라  어닐링하여 재결 시 고,  9  께 지

 냉간 압연하여 동  얻었다.      9  「 」 란  「 프 피치동」  JIS H3100 C1100 에 규격

어 는 프 피치동 , 「무산 동」  JIS H3100 C1020 에 규격 어 는 무산  동  타낸다.     또, 「

프 피치동 ＋ Ag ： 100 ppm」  프 피치동에 Ag  100 질량ppm 첨가한 것  미한다.     

해 동  JX 닛  닛  쿠사  해 동  HLP  사 하 다.     해 연마  실시한 경우에는,[0121]

해 연마 후  께  재하 다.     

또한,  9 에  처리  동   공  포 트  재하 다.     「고 택 압연」 ,  냉간 압[0122]

연 (  재결  어닐링 후  냉간 압연)  재한 막 당량  값  실시한 것  미한다.     「통상 압

연」 ,  냉간 압연 (  재결  어닐링 후  냉간 압연)  재한 막 당량  값  실시한 것  

미한다.     「 학 연마」, 「 해 연마」 는, 하  건  실시한 것  미한다.

「 학 연마」 는 H2SO4 가 1 ∼ 3 질량％, H2O2 가 0.05 ∼ 0.15 질량％,  물  에칭액  사 하고, 연마[0123]

시간  1 시간  하 다.

「 해 연마」 는 산 67 ％ + 산 10 ％ + 물 23 ％  건 , 압 10 V/㎠,  9 에 재  시간 (10[0124]

간 해 연마  실시하 , 연마량  1 ∼ 2 ㎛ 가 다)  실시하 다.

상  한   같  하여  한  실시   비  각  샘플에  하여  각  평가  하  같[0125]

실시하 다.

(1)  도 (Rz)  측  ;[0126]

주식 사 사카 연    도계 Surfcorder SE-3C  사 하여 JIS B0601-1994 에 거하여 10 [0127]
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평균 도  에 하여 측 하 다.     측    0.8 mm, 평가  4 mm, 컷 프값 0.25 mm, 

 도 0.1 ㎜/  건  압연 향과 직  (TD , 해 동  경우에는 통  향과 직 ) 측

 치  꾸어 10  실시하고, 10  측 에 한 값  하 다.

또한,  처리  동 에 해 도 동 하게 하여  도 (Rz)  해 었다.[0128]

(2)  비 (A/B) ；[0129]

    미경에 한 측  사 하 다.     주식 사 엔    마[0130]

프 VK8500  사 하여  처리   2000 에 어  100 × 100 ㎛ 상당  B (실  에

는 9982.52 ㎛
2
) 에 어  삼차원  A  측 하고, 삼차원  A ÷ 차원  B = 비

(A/B)  하는 에 해  실시하 다.

(3) 택도 ；[0131]

JIS Z8741 에 거한 닛폰 색 공업 주식 사  택도계 핸   미  PG-1  사 하여, 압연 향[0132]

(MD, 해 동  경우에는 통  향)  압연 향과 직각  향 (TD, 해 동  경우에는 통  향과 직

각  향)  각각  사각 60 도  에 하여 측 하 다.

또한,  처리  동 에 해 도 동 하게 하여 택도  해 었다.[0133]

(4) 헤 값 ；[0134]

동  라미 트  열경  착 가 착  폴리 미드 필  ( 께 50 ㎛, 우  산  피 )  양[0135]

에 첩합하고, 동  에칭 (염   2 철 액)  거하여 샘플 필  하 다.     JIS K7136

(2000) 에 거한 무라카미 색채  연   헤 미  HM-150  사 하여, 샘플 필  헤 값  측

하 다.     

(5) 시  ( 지 ) ；[0136]

동  라미 트  열경  착 가 착  폴리 미드 필  ( 께 50 ㎛, 우  산  피 )  양[0137]

에 첩합하고, 동  에칭 (염   2 철 액)  거하여 샘플 필  하 다.     얻어진 지층

 에 쇄물 (직경 6 ㎝  색 원)  첩 하고,  지층  쇄물  시  

하 다.     쇄물  색 원  곽  원주  90 ％ 상  에 어  뚜 한 것  「◎」, 색 원  

곽  원주  80 ％ 상 90 ％ 미만  에 어  뚜 한 것  「○」 ( 상 합격), 색 원  곽  원주

 0 ∼ 80 ％ 미만  에 어  뚜 한 것  곽  무 진 것  「×」 ( 합격)  평가하 다.

(6) 필 강도 ( 착 강도) ；[0138]

PC-TM-650 에 거하여,  시험  그래프 100  상태 (常態) 필 강도  측 하고, 상  상태 필 강도[0139]

가 0.7 N/㎜ 상  층  도에 사 할  는 것  하 다.     

(7)  내열 평가 ；[0140]

동  라미 트  열경  착 가 착  폴리 미드 필  ( 께 50 ㎛, 우  산  피 )  양[0141]

에 첩합하 다.     얻어진 양  층 에 하여, JIS C6471 에 거한 트 쿠폰  하 다.     

한 트 쿠폰  85 ℃, 85 ％RH  고  고습하에  48 시간 시  후에, 300 ℃  에 띄워 

내열 특  평가하 다.      내열 시험 후에, 동   처리 과 폴리 미드 지 착  계 에 어

, 트 쿠폰  동   5 ％ 상  에 어  에 해 계  변색  것  × ( 합격),

 5 ％ 미만   변색  경우  ○,   변색  생하지 않  것  ◎  평가하 다.

  

(8) 에칭에 한  상 (   특 ) [0142]

동  라미 트  열경  착 가 착  폴리 미드 필  ( 께 50 ㎛, 우  산  피 )  양[0143]

에 첩합하 다.         실시하  해  동  께  동 하게 할 필 가 고, 여 는

12 ㎛ 동  께   하 다.     , 12 ㎛ 보다 께가 꺼운 경우에는, 해 연마에 해 12 ㎛ 

께 지 께  다.     한편 12 ㎛ 보다 께가 얇  경우에는, 리 도  처리에 해 12 ㎛ 께 지 

께  늘 다.     얻어진 양  층  편 측에 하여, 층  동  택 측에 감  지 트 도포 

 공 에 해    쇄하고, 동  필   하  건  에칭 처리  실시하여, L/S
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= 20/20 ㎛ 가 는    하 다.     여  폭   단  보  폭  20 ㎛ 가 도

 하 다.

(에칭 건) [0144]

치 ： 프 식  에칭 치 [0145]

프 압：0.2 ㎫ [0146]

에칭액：염   2 철 액 (비  40 보 ) [0147]

액 도：50 ℃ [0148]

    후에, 45 ℃  NaOH 액에 1 간 침지시  감  지 트막  리하 다.[0149]

(9) 에칭  (Ef)  산[0150]

상 에  얻어진    샘플  타치 하 지 사  주사   미경 사진 S4700  사[0151]

하여, 2000    상  찰  실시하고,  상  탑 폭 (Wa) 과   보  폭

(Wb)  측 하 다.     동  께 (T) 는 12 ㎛  하 다.     에칭  (Ef) 는 하  식에 해 산 하

다.

에칭  (Ef) = (2 × T)/(Wb - Wa) [0152]

(10)  실  측[0153]

께 18 ㎛  각 샘플에 하여, 시 는 액  폴리  지 ((주) 쿠라   Vecstar CTZ-50 ㎛)  첩합한[0154]

후, 에칭  특  피 가 50 Ω 가 도  마  트립  하고, HP 사  트워  애

라  HP8720C  사 하여 과 계  측 하고, 주  20 ㎓  주  40 ㎓ 에   실  하

다.     주  20 ㎓ 에 어   실  평가 , 3.7 dB/10 ㎝ 미만  ◎, 3.7 dB/10 ㎝ 상 또한

4.1  dB/10  ㎝ 미만  ○,  4.1  dB/10  ㎝ 상 또한 5.0  dB/10  ㎝ 미만  △,  5.0  dB/10  ㎝ 상  × 

하 다.

상  각 시험  건  평가   1 ∼ 10 에 타낸다.[0155]

 1

[0156]

 2

[0157]
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 3

[0158]

 4

[0159]

 5

[0160]

 6

[0161]

 7

[0162]
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 8

[0163]

 9

[0164]
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 10

[0165]

[평가 결과][0166]

실시  1 ∼ 24 는  헤 값, 시   필 강도가 양 하 다.     또,  내열 평가도 양 하 다.[0167]

비  1 ∼ 2, 4, 7 ∼ 11, 13  헤 값  하게 고,  도도 컸  문에, 시  량 었다.[0168]

비  3, 5, 6, 12 는 시  우 했지만, 필 강도가 하고,  착  량 었다.     또, 비[0169]

 1 ∼ 13   내열 평가가 량 었다.  

또, 실시  5 는 실시  15  Rz, MD  60 도 택도, 비 A/B 가 거  동 한 값 지만, 실시  5 [0170]

 처리  MD  60 도 택도  TD  60 도 택도  비 C  값  0.84  0.80 ∼ 1.40   내

 문에, C  값  0.75  0.80 ∼ 1.40    실시  15 보다 헤 값  아 다.   

동 한  실시  16  실시  17 보다 헤 값  아 다.[0171]

도 1 에, 상  Rz 평가시  (a) 비  1, (b) 비  2, (c) 비  3, (d) 비  4, (e) 실시  1, (f) 실[0172]

시  2  동   SEM 찰 사진  각각 타낸다.
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도 1a

도 1b

도 1c

도 1d
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도 1e

도 1f
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